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1. はじめに

　ナノインプリントは 1995年ミネソタ大学の S. Y. Chou
教授（現プリンストン大学教授）によって提案され 1)，
2003年には米マサチューセッツ工科大学 (MIT)が公表した
「Technology review」において「世界を変える 10の新技術」
にも選定された，低コスト，高生産性，高精度なパターン
転写技術である。マイクロメカトロニクス実装技術委員会
ではこのナノインプリント技術†に注目し，実装技術への
適用について調査検討を進めて来た。本稿では，ナノイン
プリントの微細配線基板製造への適用について検討した事
例を紹介する。
　近年，集積回路チップの大容量・多接続化や，MEMSな
どの異種デバイスとの集積化に対応するため，従来の 2D
実装に代わり 2.5D, 3D, 2.1Dなどの 3次元積層実装技術が
検討されている。縦方向に積層して実装することにより，
小面積で異種デバイスの集積化を実現するとともに，配線
長の短縮による信号伝送の高速化・低消費電力化を図るこ
とができる。貫通電極と，貫通電極の上部・下部層に配線
を取り回すための再配線層により構成されるインターポー
ザーは，このような 3次元積層を実現するための有力な手
段となっているとともに，微細化が進む集積回路とプリン
ト配線板との配線寸法のギャップ問題を仲介する基板とし

て重要視されている（図 1）。インターポーザーの再配線層
には線幅 10 μm以下の微細な多層配線が求められ，微細化
の要求はますます厳しくなっている。
　多層配線作製技術としては有機絶縁材料（主にポリイミ
ド）上に，リフトオフプロセス，銅めっきを利用したサブ
トラクト法やセミアディティブ法により，導体パターンを
形成する手法が用いられてきた。しかしながら，10 μm以
下の微細な多層配線の作製を考えた場合には，集積回路上
の配線層と同様に各層の平坦性が課題となり，めっきと化
学機械研磨 (CMP)を用いるデュアルダマシンのような手法
の採用が不可欠とわれわれは考えている。
　ここで課題となるのが，安価にポリイミドの微細パター
ニングを行うプロセスである。有機絶縁層として一般的に
用いられるポリイミドは，耐熱性や耐薬品性が高いために
微細パターニング行うことが困難であった。従来ポリイミ
ドのパターニングには，レーザー加工，感光性ポリイミド
を用いたフォトリソグラフィ，フォトレジスト用いたリソ
グラフィとドライエッチングなどが用いられているが，ポ
リイミドは現像液などの溶剤への溶解性が悪く，耐エッチ
ング性も高いため 10 μm程度のパターンが限界であった。
近年材料開発が進み，高解像度の感光性ポリイミドを用い
たフォトリソグラフィによる 5 μm幅のパターン形成など
も発表されているが，矩形な断面形状を得ることが難しく
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図 1.　インターポーザーによる 3次元実装


